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(57) Abstract

The invention relates to a driving cir-
cuit comprising a driver control circuit, a
first and a second driving transistor and a
current limiting device. In order to limit
the current flowing through the driving
transistor, said current limiting device con-
trols the voltage at the gate of said first
driving transistor. A control input of the
current limiting device is used to adjust
the current-limitation application point to
the load to be controlled by a negative
feedback. According to a second embod-
iment, a driving circuit having one of its
two transistors designed as a MOSFET and
the other one as a bipolar transistor is pro-
duced in such a way that diodes of the two
driving transistors block the switched-off
supply voltage or transmit the voltage ac-
cording to a voltage applied on the output
of said driving circuit.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Treiber-
schaltung, die eine Treiberansteuerung,
einen ersten und zweiten Treibertransistor und eine Strombegrenzereinrichtung aufweist. Zur Begrenzung des Stroms, der durch den
ersten Treibertransistor flieBt, stevert die Strombegrenzereinrichtung die Spannung am Steueranschluf3 des ersten Treibertransistors. Durch
einen Regeleingang der Strombegrenzereinrichtung kann der Einsatzpunkt der Strombegrenzung an die zu treibende Last {iber eine
Gegenkopplung angepaBt werden. Eine zweite Ausfiihrungsform der Erfindung betrifft eine Treiberschaitung, bei der einer der beiden
Treibertransistoren als MOSFET und der andere als Bipolartransistor ausgefiihrt sind, so da Dioden der beiden Treibertransistoren bei
abgeschalteter Versorgungsspannung und abhingig von einer am Ausgang der Treiberschaltung anliegenden Spannung sperren oder leiten.
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Beschreibung

Treiberschaltung

Die Erfindung betrifft eine Treiberschaltung nach dem Oberbe-
griff von Patentanspruch 1 und dem Oberbegriff von Patentan-
spruch 4.

Treiberschaltungen werden in integrierten Schaltungen zum
Treiben von Bausteinanschliissen (Pins) verwendet. Abhdngig
von der zu treibenden Last mufl eine Treiberschaltung ver-
schiedene Anforderungen wie beispielsweise eine hohe Strom-
treiberfahigkeit oder eine préazise Strombegrenzung erfiillen.
Insbesondere bei der ISDN-SO-Schnittstelle bestehen zwei An-
forderungen, die spezielle Treiberschaltungen erfordern. Ei-
nerseits muB der zu treibende Strom auf einen maximalen Wert
prazise begrenzt werden und andererseits sollte bei abge-
schalteter Versorgungsspannung des treibenden ISDN-SO-
Schnittstellenbausteins die Treiberschaltung bei einer am Pin

anliegenden externen Spannung hochohmig sein.

Bei ,An ISDN S-Interface Transceiver with analog Timing Reco-
very“, P.Gillingham, D.Kirkey, J.Errku, ISSCC 88, IEEE Inter-
national Solid-State Circuit Conference, S$.108-109 und S.317,
ist die Treiberschaltung durch zwei grofe Treibertransistoren
realisiert. Der Strom durch die Treibertransistoren wird ilber
Stromspiegel in diese gespiegelt, wobel die Stromspiegel von
einem temperaturkompensierten, uber Schmelzsicherungen auf
dem Baustein eingestellten Strom gespeist werden. Nachteilig
ist bei dieser Losung, daBl nach einer Einstellung der
Schmelzsicherungen der Strom auf einen fest vorgegebenen,
nicht mehr Anderbaren Wert festgelegt ist.

Aus ,An ISDN S-Interface Transceiver for Public and Private
Digital Loops™, F.Van Simaeys, J.Adams, D.Rabaey, S.233-236,
ESSCIRC 88 ist eine ISDN-SO-Schnittstellenschaltung bekannt,

bei der eine Treiberschaltung eine spannungsbegrenzte Strom-
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2
quelle aufweist, die groBe Treibertransistoren umfaft. Beil
einem Strom von 7,5 mA gehen die Treibertransistoren in Sat-
tigung und begrenzen somit den Strom. Nachteilig ist bei ei-
ner solchen Losung, daB die Strombegrenzung vom Satti-
gungsstrom der Treibertransistoren abhangig und damit relativ

ungenau ist.

Das der Erfindung zugrundeliegende Problem besteht daher dar-
in, eine Treiberschaltung anzugeben, die eine prédzise Strom-
begrenzung aufweist und bei abgeschalteter Versorgungsspan-
nung in einen hochohmigen Zustand geht.

Dieses Problem wird durch eine Treiberschaltung mit Merkmalen
von Patentanspruch 1 und eine Treiberschaltung mit den Merk-
malen von Patentanspruch 4 geldst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Treiberschaltungen ergeben sich aus den jeweiligen

Unteranspriichen.

Ein Ausfilhrungsform der Erfindung betrifft eine Treiberschal-
tung, die einen ersten und zweiten Transistor aufweist. Die
Laststrecke des ersten Transistors ist zwischen eine erste
Versorgungsspannung und einem Treiberschaltungsausgang ge-
schaltet. Die Laststrecke des zweiten Transistors ist zwi-
schen einer zweiten Versorgungsspannung und dem Treiberschal-
tungsausgang geschaltet. Einer der beiden Treibertransistoren
ist dabeil als Feldeffekttransistor ausgefiihrt, wahrend der
andere Treibertransistor als bipolarer Transistor ausgefihrt
ist. Dadurch wird vorteilhafterweise vermieden, daB bei abge-
schalteter Versorgungsspannung der Treiberschaltung entweder
die Basis-Emitter-Diode des bipolaren Transistors oder eine
parasitdre Diode des Feldeffekttransistors leitet und sténdig
ein Strom iiber die Treiberschaltung flieft.

Der erste Transistor ist als p-Kanal-MOSFET oder p-Kanal-
Sperrschicht-Feldeffekttransistor und der zweite Transistor
als pnp-Bipolartransistor in einer bevorzugten Ausfithrungs-

form ausgefithrt. Der Vorteil dieser Schaltung liegt darin,
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daB die durch den P'N-Ubergang am Drain-AnschluB des p-Kanal-
MOSFET oder die durch den Drain-Gate-PN-Ubergang des p-Kanal-
Sperrschicht-Feldeffekttransistors und die durch den Emitter-
Basis-PN-Ubergang des pnp-Bipolartransistors gebildete Diode,
die mit dem Treiberschaltungsausgang verbunden ist, sperrt,
wenn am Treiberschaltungsausgang eine negative Spannung an-
liegt und die Versorgungsspannung der Treiberschaltung abge-
schaltet ist. Dadurch wird vermieden, daB bei negativen Span-
nungen am Treiberschaltungsausgang und bei abgeschalteter
Versorgungsspannung ein Strom in die Treiberschaltung flieft.

In einer anderen Ausfiihrungsform der Treiberschaltung ist der
erste Treibertransistor als npn-Bipolartransistor und der
zweite Treibertransistor als n-Kanal-MOSFET oder n-Kanal-
Sperrschicht-Feldeffekttransistor ausgefithrt. Hierbei sperrt
die durch den N'P-Ubergang des n-Kanal-MOSFET oder die durch
den Drain-Gate-NP-Ubergang des n-Kanal-Sperrschicht-
Feldeffekttransistors und den NP-Ubergang des npn-
Bipolartransistors gebildete Diode bei einer positiven Span-

nung am Treiberschaltungsausgang.

Besonders bevorzugt wird eine Kombination zweier Treiber-
schaltungen nach der Erfindung zur Ansteuerung der ISDN-SO-
Schnittstelle. Da bei der Ansteuerung von Zweidrahtleitungen
iiber Ubertragerschaltungen immer eine der beiden Treiber-
schaltungen hochohmig ist, sperren die beiden Treibertransi-
storen bei einer der beiden Treiberschaltungen immer und die
ISDN-S0-Schnittstelle verbraucht bei abgeschalteter Versor-
gungsspannung wenig Strom und erfiillt somit die Bedingung fur
Hochohmigkeit.

Eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung betrifft eine
Treiberschaltung, die zwel Treibertransistoren und eine
Strombegrenzereinrichtung aufweist. Die Strombegrenzerein-
richtung begrenzt den Strom durch einen Treibertransistor
prazise auf einen einstellbaren Wert. Vorteilhafterweise

weist die Strombegrenzereinrichtung eine wesentlich hoéhere
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Ansprechgeschwindigkeit auf als die Treiberansteuerung, SO
daB insbesondere bei induktiven und kapazitiven Lasten eine
Kompensation auftritt.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist ein Regeleingang der
Strombegrenzereinrichtung mit einem Ausgang der Treiberschal-
tung verbunden, so daB die Strombegrenzung durch diese Gegen-
kopplung bei niederohmigen Lasten frither und bei normalen
oder hochohmigen Lasten spiter einsetzt. Dabei kann die zu-
lissige Pulsmaske fiir die ISDN-SO-Schnittstelle noch praziser
eingestellt werden.

In einer weiteren Ausfithrungsform ist der Regeleingang der
Strombegrenzereinrichtung auf ein festes, vorgebbares Poten-
tial eingestellt, so daB die Strombegrenzung bei allen Lasten
gleich einsetzt.

Eine bevorzugte Ausfithrungsform der Strombegrenzereinrichtung
weist einen Transistor und eine dazu in Serie geschaltete
Stromquelle auf. Der Transistor wird als Spiegeltransistor zu
einem der beiden Treibertransistoren benutzt, so daf der
durch die Stromquelle festgelegte Strom in den Treibertransi-
stor gespiegelt wird.

In einer besonders bevorzugten Ausfithrungsform weist die
Strombegrenzereinrichtung eine source-gekoppelte Differenz-
stufe auf, wobei ein erster Eingang der Differenzstufe mit
einem AnschluB des Spiegeltransistors und ein zweiter Eingang
mit dem Regeleingang verbunden ist. Die Last der Differenz-
stufe besteht aus einem ersten und einem zweiten als Dioden
geschalteten Lasttransistor, wobei der SteueranschluB des er-
sten Lasttransistors mit dem Steueranschluf eines Steuertran-
sistors verbunden ist. Der Steuertransistor stellt die Span-
nung am SteueranschluB eines Treibertransistors und des Spie-
geltransistors ein und begrenzt damit den Strom durch den

Treibertransistor.
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Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmdglichkeiten der
Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausfilhrungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung. In der

Zeichnung zeigen

Fig.1 ein erstes Ausfilhrungsbeispiel einer Treiberschal-
tung nach der Erfindung;

Fig.2 ein Ausfiihrungsbeispiel einer Strombegrenzerein-
richtung;
Fig.3A ein zweites Ausfilhrungsbeispiel einer Treiberschal-

tung nach der Erfindung;

Fig.3B ein drittes Ausfiihrungsbeispiel einer Treiberschal-
tung nach der Erfindung; und

Fig.4 ein Ausfiihrungsbeispiel einer Treiberschaltung ei-
ner ISDN-SO0-Schnittstelle.

GemaB Fig.l weist eine Treiberansteuerung 2 einen Eingang IN
und einen ersten Ausgang 11 und einen zweiten Ausgang 12 auf.
Der erste Ausgang 11 ist mit dem SteueranschluB eines p-
Kanal-MOS-Treibertransistors TPMOS verbunden. Der zweite Aus-
gang 12 ist mit dem Steueranschluf eines pnp-Bipolar-Treiber-
transistors TPNP verbunden. Die Laststrecke des ersten Trei-
bertransistors TPMOS ist zwischen eine erste Versorgungsspan-
nung VDD und einem Treiberschaltungsausgang 13 geschaltet.
Die Laststrecke des zweiten Treibertransistors TPNP ist zwi-
schen eine zweite Versorgungsspannung VSS und dem Treiber-
schaltungsausgang 13 geschaltet. Eine Ausfithrung beider Trei-
bertransistoren in MOS-Technologie oder in Bipolar-Tech-
nologie ist mdglich. Ublicherweise ist in digitalen Schaltun-
gen die erste Versorgungsspannung VDD 5 V und die zweite Ver-
sorgungsspannung VSS 0 V, es kénnen aber auch andere Versor-

gungsspannungen wie beispielsweise fiir die erste Versorgungs-
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6
spannung VDD 3,3 V bei Einsatz von 3 V-Technologien gewdhlt
werden.

Ein erster AnschluB 7 einer Strombegrenzereinrichtung 1 ist
mit der ersten Versorgungsspannung VDD zur Stromversorgung
verbunden. Uber einen zweiten Anschluf 9 ist die Strombe-
grenzereinrichtung 1 mit der zweiten Versorgungsspannung VSS
verbunden. Ein bidirektionaler SteueranschluR 8 der Strombe-
grenzereinrichtung 1 ist iiber eine Steuerleitung 5 mit dem
Steueranschluf des p-Kanal-MOS-Transistors TPMOS verbunden.
Uber die Einstellung der Steuerspannung des Treibertransi-
stors kann die Strombegrenzereinrichtung den Strom durch den
Treibertransistor begrenzen. In anderen Ausfiihrungsbeispielen
kann der bidirektionale SteueranschluB 8 der Strombegren-
zereinrichtung 1 auch mit dem Steueranschluf des pnp-Bipo-
lartransistors TPNP zur Strombegrenzung verbunden sein. Ein
Regeleingang 10 der Strombegrenzereinrichtung 1 dient zur Ge-
genkopplung und ist iiber eine Leitung 6 (in Fig.l gestrichelt
dargestellt) mit der Treiberschaltungsausgang 13 verbunden.
Durch die Gegenkopplung wird eine lastabhdngige Strombegren-
zung erreicht. Der Regeleingang 10 kann auch mit einer festen
Spannung verbunden werden, wobei keine Gegenkopplung mehr
stattfindet.

Die Strombegrenzereinrichtung regelt im Betrieb der Treiber-

schaltung den Strom durch den ersten Transistor TPMOS so, daf
durch eine Einstellung der Steuerspannung des Treibertransi-

stors der Strom durch den Transistor auf einen Hochstwert be-
grenzt wird.

In Fig.2 ist ein Ausfihrungsbeispiel der Strombegrenzerein-
richtung in MOS-Technologie dargestellt. Die Strombegren-
zereinrichtung wird iilber einen ersten Anschluf 7 mit der er-
sten Versorgungsspannung VDD der Treiberschaltung und tber
einen zweiten AnschluB 9 mit der zweiten Versorgungsspannung
VSS der Treiberschaltung verbunden. Ein Spiegeltransistor

TP3, der ein p-Kanal-MOSFET ist, ist mit einer Referenzstrom-
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quelle IREF in Serie geschaltet. Der Spiegeltransistor bildet
den p-Kanal-MOS-Treibertransistor TPMOS nach. Die Referenz-
stromquelle IREF gibt den maximalen Strom durch den Spiegel-
transistor TP3 vor. Dieser Strom IREF wird in den p-Kanal-
MOS-Treibertransistor TPMOS gespiegelt. Betrdgt das Spiegel-
verhiltnis beispielsweise 1:20, so bewirkt ein Referenzstrom
IREF von 1 mA einen maximalen Strom von 20 mA durch den p-
Kanal-MOS-Treibertransistor. Die Spannung, die sich bei einem
Referenzstrom IREF an einem Knoten 14 einstellt, wird an den
SteueranschluB eines ersten n-Kanal-MOSFET s TNl einer Diffe-
renzverstiarkerstufe ibertragen und von der Differenzverstar-
kerstufe mit einem Potential verglichen, das am Steueran-
schluB eines zweiten n-Kanal-MOSFET s TN2 der Differenzver-
starkerstufe Uber den Regeleingang 10 anliegt. Der Ausgang
der Differenzverstarkerstufe ist lUber einen Steuertransistor
TP4 auf den Steueranschluf des Spiegeltransistors TP3 rickge-
koppelt. Ein erster p-Kanal-MOSFET TPl und ein zweiter p-
Kanal-MOSFET TP2 ist jeweils als Diode geschaltet und bildet
einen Lastelement fiir den ersten n-Kanal-MOSFET TN1 und zwei-
ten n-Kanal-MOSFET TN2 der Differenzstufe. Der Steuertransi-
stor TP4, dessen Laststrecke zwischen die erste Versorgungs-
spannung VDD und einen Steueranschlul 8 geschaltet ist, steu-
ert die Spannung am Steueranschlufl des Spiegeltransistors TP3
und Uber einen SteueranschluB 8 die Steuerspannung des p-
Kanal-MOS-Transistors TPMOS.

Wenn durch den p-Kanal-MOS-Treibertransistor TPMOS ein hoéhe-
rer Strom flieBen soll, sinkt die Steuerspannung am Steueran-
schluf des Treibertransistors. Gleichzeitig sinkt die Steuer-
spannung am Steueranschlufl des Spiegeltransistors TP3 und das
Potential am Knoten 14 steigt. Ubersteigt das Potential am
Knoten 14 das Potential am Regeleingang 10, so steigt die
Ausgangsspannung der Differenzverstarkerstufe und die Steuer-
spannung am Steueranschlufl des Steuertransistors TP4. Der
Steuertransistor TP4 verringert somit die Steuerspannung des

Spiegeltransistors TP3 und des p-Kanal-MOS~-Treibertransistors
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TPMOS, so daB der Strom durch den Treibertransistor begrenzt
wird.

Der Regeleingang 10 kann nun mit einer festen Spannung wie
beispielsweise (VDD+VSS)/2 verbunden werden, so dabk die
Strombegrenzung unabhidngig von der Last immer gleich ein-
setzt. Wird der Regeleingang 10 mit dem Treiberschaltungsaus-
gang 13 verbunden, erhdlt man eine Gegenkopplung. Dabel setzt
die Strombegrenzung abhangig von der Last bei niederohmigen
Lasten frither und bei normalen oder hochohmigen Lasten spater
ein. Dadurch wird die Strombegrenzung noch prédziser.

Fig.3A zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel einer integrierten Trei-
berschaltung, die eine Treiberansteuerung 100, einen p-Kanal-
MOSFET TPMOS und einen pnp-Bipolartransistor TPNP aufweist.
Der Gate-AnschluB des p-Kanal-MOSFET ist mit einem ersten
Ausgang 104 der Treiberansteuerung und die Basis des pnp-
Bipolartransistors TPNP ist mit einem zweiten Ausgang 105 der
Treiberansteuerung verbunden. Die Laststrecke des p-Kanal-
MOSFET ist zwischen der ersten Versorgungsspannung VDD und
einem Treiberschaltungsausgang 103 geschaltet. Die Laststrek-
ke des pnp-Bipolartransistors TPNP ist zwischen der zweiten
Versorgungsspannung VSS und dem Treiberschaltungsausgang 103
geschaltet. Ublicherweise ist die erste Versorgungsspannung
identisch mit der Versorgungsspannung digitaler Schaltungen
und betragt 5 V, kann aber je nach Technologie verschiedene
Werte groBer 0 V annehmen. Die zweite Versorgungsspannung be-
tragt tblicherweise 0 V, kann aber auch negative Spannungs-

werte annehmen.

In Fig.3A sind Dioden eingezeichnet, die sich aufgrund der
Transistorstrukturen ergeben. Eine erste Diode 101 bildet
sich am P'N-Ubergang zwischen dem Drain- und dem Bulk-
Anschluf des p-Kanal-MOSFET s aus und leitet, sobald das Po-
tential am Treiberschaltungsausgang 103 das Potential am
Bulk-Anschluf {ibersteigt. Eine zweite Diode 102 bildet sich

am PN~Ubergang zwischen dem Emitter und der Basis des pnp-
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Bipolartransistors TPNP aus und leitet, wenn das Potential am
Treiberschaltungsausgang 103 das Potential an der Basis um
die DurchlaBspannung der Diode iibersteigt. Bei abgeschalteter
erster Versorgungsspannung VDD sollen sowohl die n-Wanne des
p-Kanal-MOSFET s als auch die n-Basis des pnp-Bipolartran-
sistors auf der zweiten Versorgungsspannung VSS liegen, so
daB die erste 101 und zweite 102 Diode bei einem Potential
groBer der Diodeneinsatzspannung am Treiberschaltungsausgang
103 leitet und bei einem Potential kleiner der Diodendurch-
laBspannung sperrt und kein Strom liber die Dioden in die
Schaltung abflieflt.

Fig.3B zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel, bei dem ein erster Aus-
gang 110 einer Treiberansteuerung 106 mit der Basis eines
npn-Bipolartransistors TNP und ein zweiter Ausgang 111 mit
dem Gate-AnschluB eines n-Kanal-MOSFET verbunden ist. Die
Laststrecke der npn-Bipolartransistors TNPN ist zwischen der
ersten Versorgungsspannung VDD und einem Treiberschaltungs-
ausgang 109 geschaltet. Die Laststrecke des n-Kanal-MOSFET s
TNMOS ist zwischen der zweiten Versorgungsspannung VSS und
einem Treiberschaltungsausgang 109 geschaltet. Wie bei dem
vorherigen Ausfiihrungsbeispiel bildet sich eine erste 107 und
zweite 108 Diode zwischen dem Emitter und der Basis des Bipo-
lartransistors bzw. dem Drain- und Bulk-AnschluB des MOSFET’s
aus. Beide Dioden leiten, wenn das Potential am Treiberschal-
tungsausgang um die DiodendurchlaBspannung kleiner ist als
das Potential an der Basis bzw. am Bulk-Anschluf. Bei abge-
schalteter Versorgungsspannung liegt die p-Wanne und die p-
Basis auf der zweiten Versorgungsspannung VSS, so dab bei ei-
ner Spannung kleiner der negativen Diodendurchlafispannung am
Treiberschaltungsausgang die Dioden leiten und bei einer
Spannung gréBer der negativen Diodendurchlafspannung die Di-

oden sperren und kein Strom aus der Treiberschaltung flieBt.

In Fig.4 werden zwei Treiberschaltungen 201 und 202 zur An-
steuerung einer Zweidrahtleitung iiber eine Ubertragerschal-
tung 202 wie bei der ISDN-SO-Schnittstelle benutzt. Je nach-
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dem welche Polaritadt die Spannung VOUT am leitungsseitigen
Ende des Ubertragers hat, sperren die Dioden einer Treiber-
schaltung immer. Um Strom zu sparen wird bei vielen elektro-
nischen Schaltungen die Versorgungsspannung auf kleinere Wer-
te heruntergeregelt bzw. ganz abgeschaltet, wenn die Schal-
tung gerade nicht gebraucht wird. Bei der ISDN-SO-Schnitt-
stelle wird die Versorgungsspannung VDD abgeschaltet, wenn
das Teilnehmerendgerat inaktiv bzw. abgeschaltet ist. In sol-
chen Fallen sperren die Dioden beider Treiberschaltungen bei
einer Spannung VOUT am leitungsseitigen Ende des Ubertragers
bis zu ca. 1,2 V und in die Treiberschaltung kann kein Strom
fliefen. Ubersteigt die Spannung VOUT einen Wert von 1,2V, so
sperrt je nach Polaritdt der Spannung VOUT wenigstens eine
der beiden Treiberschaltungen und der in eine der beiden
Treiberschaltungen flieBende Strom ist begrenzt.
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Patentanspriiche

1. Treiberschaltung, die eine Treiberansteuerung (100; 106)
und einen ersten (TPMOS; TNPN) und zweiten (TPNP; TNMOS)
Treibertransistor aufweist, wobei ein erster Ausgang (104)
der Treiberansteuerung mit dem Steueranschlufl des ersten
Treibertransistors und ein zweiter Ausgang (105) der Treiber-
ansteuerung mit dem SteueranschluB des zweiten Treibertransi-
stors verbunden ist und die Laststrecke des ersten Treiber-
transistors zwischen einer ersten Versorgungsspannung (VDD)
und einem Treiberschaltungsausgang (103) und die Laststrecke
des zweiten Treibertransistors zwischen einer zweiten Versor-
gungsspannung (VSS) und dem Treiberschaltungsausgang geschal-
tet ist,

dadurch gekennzeichnet, daB

einer der beiden Treibertransistoren ein Feldeffekttransistor

und der andere Treibertransistor ein Bipolartransistor ist.

2. Treiberschaltung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeilichnet, daB

der erste Treibertransistor ein p-Kanal-MOSFET oder ein p-
Kanal-Sperrschicht-Feldeffekttransistor und der zweite Trei-
bertransistor ein pnp-Bipolartransitor ist.

3. Treiberschaltung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeilichnet, daB

der erste Treibertransistor ein npn-Bipolartransistor und der
zweite Treibertransistor ein n-Kanal-MOSFET oder ein n-Kanal-
Sperrschicht-Feldeffekttransistor ist.

4. Treiberschaltung, die einen ersten (TPMOS) und zweiten
(TPNP) Treibertransistor aufweist, wobei ein erster Ausgang
(11) der Treiberansteuerung mit dem Steueranschlul des ersten
Treibertransistors und ein zweiter Ausgang (12) der Treiber-
ansteuerung mit dem Steueranschlufl des zweiten Treibertransi-
stors verbunden ist und die Laststrecke des ersten Treiber-
transistors zwischen einer ersten Versorgungsspannung (VDD)
und einem Treiberschaltungsausgang (13) und die Laststrecke
des zweiten Treibertransistors zwischen einer zweiten Versor-
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gungsspannung (VSS) und dem Treiberschaltungsausgang geschal-

tet ist,

dadurch gekennzeichnet, dah

— die Treiberschaltung eine Strombegrenzereinrichtung (1)
aufweist, wobei die Strombegrenzereinrichtung iliber einen
bidirektionalen Steueranschluff (8) mit dem SteueranschluB
des ersten Treibertransistors (TPMOS) verbunden ist und die
Spannung an dem SteueranschluB des ersten Treibertransi-
stors zur Strombegrenzung einstellt, und

— ein Regeleingang der Strombegrenzereinrichtung iiber eine
Riickkoppelleitung (6) mit dem Treiberschaltungsausgang ver-
bunden ist.

5. Treiberschaltung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, daB

der Regeleingang der Strombegrenzereinrichtung mit einem vor-
gegebenen Potential ((VDD+VSS)/2) verbunden ist.

6. Treiberschaltung nach Anspruch 4 oder 5,

dadurch gekennzeichmnet, dal

die Strombegrenzereinrichtung einen Spiegeltransitor (TP3)
und eine erste Stromquelle (IREF) aufweist, die einen gemein-
samen Knoten (14) aufweisen.

7. Treiberschaltung nach Anspruch 4, 5 oder 6,

dadurch gekennzeichnet, daB

die Strombegrenzereinrichtung eine source-gekcppelte Diffe-
renzstufe (TN1l, TN2, I), einen ersten (TPl) und zweiten (TP2)
als Diode geschalteten Lasttransistor sowie einen Steuertran-
sistor (TP4) aufweist, wobei ein erster Eingang der Diffe-
renzstufe mit dem Verbindungspunkt (14) und ein zweiter Ein-
gang der Differenzstufe mit dem Regeleingang (10) verbunden
ist und ein Ausgang (15) der Differenzstufe iliber den Steuer-
transistor (TP4) auf den bidirektionalen Steueranschlufl (8)
und den Steueranschlull des Spiegeltransistors (TP3) riuckge-
koppelt ist.



WO 00/11788 PCT/DE99/02416

1/4
FIG 1 ?
VD 3
2 L ? :
! 11 7"“3\,/
#———dF—TPMOS
INo— . 13 ~1
: —F~—TPNP e
2 ] 10
L ) '
T o

—d4F—TP3  TP4—b———TP1 P2 -
15 '
14 -1 N~ F—e~—10

IREF

» |_._.L

o/



WO 00/11788

PCT/DE99/02416

2/4

2L\

W

n-Wanne

\3:57
A

p+
g

102 n-Basis

p-Substrat

101

\

\ /

TPMOS

TPNP



PCT/DE99/02416

WO 00/11788

3/4

FIG 3B
106
110
¥
1077[‘>+ ----- )
TNMOS
SR
111

N @.QI‘\\\\X
W\

Nt |~ :
,\ R" /ZS p-Wanne

p-Basis 7
n-Substrat 108

\

TNPN



WO 00/11788 PCT/DE99/02416

4/4

INf o]
202
; A
-|||[ o
VDD —201 e
]
| L | our
IN2 o ,_%L___

VSS |




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings

